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(57) Abstract: Layer transfer method comprising a step of providing an initial substrate, a
step of providing an intermediate substrate, a first joining step for joining the intermediate
substrate and the initial substrate, a step of thinning the initial substrate after it has been joined
to the intermediate substrate, a step of providing a final substrate, a second joining step for
joining the thinned initial substrate and the final substrate, a step of detaching the intermediate
substrate after the second joining step, wherein the intermediate substrate comprises silicon
on the surface intended to be joined to the initial substrate, the initial substrate comprises
substantially no silicon on the surface intended to be joined to the intermediate substrate, a
first, so-called temporary, SOG-type bonding layer comprising methylsiloxane in the liquid
state is deposited by spin coating on the surface of the initial substrate comprising substantially
no silicon followed by a first densification heat treatment of this first, so-called temporary,
bonding layer before the first joining step, the second joining step is carried out via a second
SOG-type bonding layer comprising silicate or methylsilsesquioxane in the liquid state and
deposited by spin coating followed by a second densification heat treatment, and wherein the
final substrate is designed to deteriorate if a heat treatment exceeding 300°C is applied.

(57) Abrégé : Procédé de transfert de couche comprenant une étape de fourniture d'un substrat
initial, une étape de fourniture d'un substrat intermédiaire, une premicre étape d'assemblage
du substrat intermédiaire et du substrat initial, une étape d'amincissement du substrat initial
apres avoir €té assemblé au substrat intermédiaire, une étape de fourniture d'un substrat final,
une deuxieme étape d'assemblage du substrat initial aminci et du substrat final, une étape de
détachement du substrat intermédiaire apreés la deuxiéme étape d'assemblage dans lequel le
substrat intermédiaire comprend du silicium en surface destinée a étre assemblée au substrat
initiale, le substrat initial ne comprend sensiblement pas de silicium en surface destinée a étre
assemblée au substrat intermédiaire, un dépot d'une premiére couche de collage dite temporaire
de type SOG comprenant méthylsiloxane en état liquide par enduction centrifuge se fait sur la
surface du substrat initial ne comprenant sensiblement pas de
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silicium suivi d'un premier traitement thermique de densification de cette premi¢re couche de collage dite temporaire avant la premiere
étape d'assemblage, la deuxiéme étape d'assemblage se fait via une deuxieme couche de collage de type SOG comprenant silicate ou
méthylsilsexioquane en état liquide et déposée par enduction centrifuge suivi d'un deuxi¢me traitement thermique de densification, et
dans lequel le substrat final est congu de telle sorte qu'il se détériorerait lors d'une application d'un traitement thermique dépassant
300 °C.



